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2. Non linear absorption of light and structure of energy states of a-ZnP2 single crystals.

Реферат:
1. Дисертацію присвячено експериментальному дослідженню власного й резонансного двофотонного
поглинання, структури енергетичних станів, глибоких локальних центрів і комплексів та генераційно-
рекомбінаційних процесів у напівпровідникових кристалах a-ZnP2 тетрагональної модифікації.
Досліджувались нелеговані та леговані Ge, Se і In кристали a-ZnP2. Вперше детально досліджено резонансне
двофотонне поглинання в a-ZnP2. В a-ZnP2 експериментально виявлено 12 критичних точок першого роду в
зоні провідності та у валентній зоні. У a-ZnP2 виявлено 7, а в a-ZnP2:Ge - 8 типів локальних центрів;
встановлено глибини залягання відповідних їм енергетичних рівнів у забороненій зоні. Оцінено перерізи
домішкового поглинання випромінювання неодимового лазера у кристалах a-ZnP2. Визначені дефектні
центри, яким належать реальні проміжні стани резонансного двофотонного поглинання та оцінено час
релаксації електронів на цих центрах. Проведено дослідження впливу підсвічування на індуковане
поглинання світла в a-ZnP2. Рекурсійнім методом у наближенні сильного зв’язку розраховано парціальні



густини електронних станів ідеального a-ZnP2 та такого, що містить власні дефекти.

2. The dissertation is devoted to experimental study of intrinsic and resonance two-photon absorption, band
structure, deep local centers and complexes and generation-recombination processes in semiconducting ZnP2
crystals of tetragonal modification (a-ZnP2). There were studied undoped and doped with Ge, In and Se crystals of
a-ZnP2. The resonant two-photon absorption in a-ZnP2 is studied in detail for the first time. In a-ZnP2 there were
experimentally identified 12 critical points of the first order in conduction band and in valence band. There were
identified 7 types of local centers in a-ZnP2 and 8 - in a-ZnP2:Ge; determined location depths of corresponding
energy levels in band gap. The cross-section of absorption of Nd-laser radiation by impurities in a-ZnP2 is
estimated. There were identified the defect centers, which provide real intermediate states of resonant two-
photon absorption. The time of transverse relaxation of electrons in these centers is estimated. Study of influence
of enlightment on induced absorption in a-ZnP2 is performed. With recursion method using tight-binding
approximation there were calculated partial local densities of electronic states of ideal a-ZnP2 and that with
natural defects.
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